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11074 LLEI 11/1988, de 3 de maig, de proteccié juri-

dica de les topografies dels productes semi-
conductors. («BOE» 108, de 5-5-1988.)

JUAN CARLOS |

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
seglient i jo la sanciono.

El paper que els productes semiconductors exercei-
xen en el mon té més importancia cada dia, no només en
el camp de la industria electronica mateixa, sin6 en tota
una amplia gamma de sectors industrials. El fet que sec-
tors com el de I'automobil, la telefonia, les comunicaci-
ons, el de fabricacio d’equips militars, el de maquines
recreatives, els programes espacials, etc., depenguin cada
vegada més d’aquesta tecnologia, ens porta a acceptar el
fet que la nostra vida diaria esta intimament lligada al seu
desenvolupament.

Les funcions dels productes semiconductors depenen
en gran mesura de les seves topografies. Lestructura i
disposicié dels elements, aixi com de les diferents capes
que componen el circuit integrat, cosa que en definitiva
constitueix la seva «topografia», sén resultat directe del
disseny i representen una part important de I'esforg crea-
tiu, i la seva concepcid exigeix considerables recursos
humans, técnics i financers.

Com a conseqliencia del procés necessari, el cost del
disseny és molt elevat, perqué requereix el disseny del
circuit funcional, el de cada element individual del circuit,
el de la seva disposicio geomeétrica i el de les interconne-
xions. Tanmateix, una vegada realitzat el disseny, el cost
de fabricacié no és elevat.

Si concebre i dissenyar un circuit integrat és costoés i
dificil, copiar-lo és, en canvi, relativament facil i el seu cost
molt inferior al necessari per al seu desenvolupament.

Per aix0 es considera necessari establir, en nom de la
innovacié tecnologica, la proteccié dels creadors de les
topografies dels productes semiconductors, de manera
que puguin amortitzar les inversions mitjancant la con-
cessio de drets exclusius.

D’altra banda, el Consell de la Comunitat Economica
Europea, sobre la base de les anteriors consideracions, va
adoptar la Directiva 87/54/CEE, de 16 de desembre de
1986, sobre la proteccid juridica de les topografies dels
productes semiconductors, a l'article 11 del qual s’esta-
bleix que els estats membres han d'adoptar les mesures
necessaries per a la seva proteccié mitjancant la conces-
si6 de drets exclusius.

Article 1. Definicions.
Als efectes d'aquesta Llei, s’entén per:

1. Producte semiconductor, la forma final o intermeé-
dia de qualsevol producte:

a) constituit per un substrat que inclogui una capa
de material semiconductor,

b) que tingui una o més capes suplementaries de
materials conductors, aillants o semiconductors, disposa-
des en funcié d'una estructura tridimensional predetermi-
nada, i

c) destinat a desenvolupar, exclusivament o junta-
ment amb altres funcions, una funcio electronica.

2. Topografia d'un producte semiconductor, una série
d’imatges interconnectades, sigui quina sigui la manera
com estiguin fixades o codificades:

a) que representin I'estructura tridimensional de les
capes que componen el producte semiconductor,

b) enla qual cadaimatge tingui I'estructura o part de
I'estructura d’'una de les superficies del producte semi-
conductor en qualsevol de les seves fases de fabricacio.

3. Lexplotacié comercial, la venda, el lloguer, I'arren-
dament financer o qualsevol altre métode de distribucio
comercial, o una oferta amb aquestes finalitats.

Als efectes de la definicié anterior, no s’hi inclou I'ex-
plotacio que es realitzi en condicions de confidencialitat,
sempre que no es produeixi distribucié a tercers. No obs-
tant aixo, si que s’hi inclou I'explotacié que es realitzi en
condicions de confidencialitat quan aquestes estiguin exi-
gides per raons de seguretat en relacié amb aplicacions
militars.

Article 2. Requisits de proteccio.

1. S’han de protegir les topografies dels productes
semiconductors mitjancant la concessié de drets exclu-
sius, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei.

2. Latopografia d'un producte semiconductor ha de
ser objecte de proteccio en la mesura que sigui el resultat
de l'esforg intel-lectual del seu creador i no sigui un pro-
ducte corrent en la industria de semiconductors. Si la
topografia d'un producte semiconductor esta constituida
per elements corrents en la industria de semiconductors,
esta protegida només en la mesura que la combinacio
d’aquests elements, com a conjunt, compleixi els requi-
sits esmentats.

Article 3. Dret a la proteccio.

1. El dret a la proteccié pertany a les persones que
siguin creadores de les topografies de productes semi-
conductors, sense perjudici del que disposen els apartats
seguents:

2. a) Eldretalaproteccié de les topografies de pro-
ductes semiconductors, creades pel treballador durant la
vigencia del seu contracte o relacié de treball amb I'em-
presa, es regeix pel que estableix el titol IV, Invencions
laborals, de la Llei 11/1986, de 20 de marg, de patents.

b) Eldretala proteccio de les topografies de produc-
tes semiconductors, creades en virtut d'un contracte no
laboral, correspon a la part contractual que hagi encarre-
gat la topografia, llevat que el contracte estipuli el con-
trari.

3. a) Es beneficien de la proteccié d'aquesta Llei:

Les persones naturals esmentades als paragrafs 1i 2
que tinguin la nacionalitat d’un Estat membre de la Comu-
nitat Europea o que resideixin habitualment en el territori
d’'un Estat membre, aixi com les persones juridiques
esmentades al paragraf 2 que tinguin un establiment
industrial o comercial real i efectiu en el territori d'un Estat
membre de la comunitat econdmica europea.

b) També es beneficien de la proteccié d’aquesta Llei
les persones naturals o juridiques que responguin a les
condicions establertes a I'apartat a) del paragraf 3 d’aquest
article, que siguin les primeres a explotar comercialment
en un Estat membre una topografia que encara no hagi
estat explotada comercialment a cap altre lloc i que hagin
rebut, de la persona amb dret a disposar de la topografia,
I'autoritzacio per explotar-la comercialment de manera
exclusiva a tota la Comunitat.
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4. El dret a la proteccié també s’aplica a favor dels
drethavents de les persones esmentades als paragrafs
anteriors.

Article 4. Registre.

1. Perque la topografia d'un producte semiconductor
es beneficii dels drets exclusius, concedits d’acord amb
I'article 2, s’'ha de presentar una sol-licitud de registre
davant el Registre de la propietat industrial. S'ha d’esta-
blir per reglament la forma i les condicions de la sol-licitud
de registre, de la tramitacié i resolucioé d’aquesta, i també
de la publicacié de I'acord de Registre, si s’escau.

La sol-licitud de registre també es pot presentar a les
direccions provincials del Ministeri d'Industria i Energia,
llevat que la competencia per a I'execucié en matéria de
propietat industrial correspongui a la comunitat auto-
noma, els organs de la qual sén, en aquest cas, els com-
petents per rebre la documentacié. En aquests casos, la
unitat administrativa que hagi rebut la sol-licitud ha de fer
constar, mitjangant una diligencia, el dia, I'hora i el minut
de la presentacié i I'han de remetre al Registre de la pro-
pietat industrial.

Tant la sol-licitud de Registre com els altres documents
que s’hagin de presentar en el Registre de la propietat
industrial han d’estar redactats en castella. A les comuni-
tats autonomes on també hi hagi una altra llengua oficial,
aquests documents es poden redactar en la llengua
esmentada, i s’hi ha d’adjuntar la corresponent traduccio
al castella, que es considera auténtica en cas de dubtes
entre totes dues.

Aquesta sol-licitud es pot presentar abans de comen-
car lI'explotacié comercial o en un termini maxim de dos
anys, comptats a partir de la data del comencament de
I'explotacid. Amb la sol-licitud de registre s’ha de diposi-
tar el material que identifiqui o que representi la topogra-
fia, o una combinacié dels esmentats elements, aixi com
una declaracié en un document public referent a la data
de la primera explotacié comercial de la topografia, quan
la data sigui anterior a la de sol-licitud de registre.

2. El material dipositat d’acord amb I'apartat anterior
no és accessible al public si constitueix un secret comer-
cial. Tanmateix, aixo no afecta la revelacié de I'esmentat
material com a conseqiéncia d'una resolucié judicial o
d’altres autoritats competents que siguin part d'un litigi
respecte a la validesa o violacié dels drets exclusius
esmentats a l'article 2.

3. Qualsevol transferéncia de drets exclusius sobre
les topografies de productes semiconductors només pro-
dueix efectes davant tercers de bona fe, si ha estat inscrita
en el Registre de la propietat industrial.

4. Les persones amb dret a la proteccié de les topo-
grafies de productes semiconductors, en virtut del que
preveu aquesta Llei, que puguin demostrar que un tercer
ha sol-licitat i obtingut el registre d’una topografia sense
autoritzacio poden reivindicar davant els tribunals la titu-
laritat de la topografia, sense perjudici de qualssevol
altres drets o accions que li puguin correspondre. Lacci6
reivindicatoria només es pot exercir en un termini de dos
anys, comptats des de la data de publicacio del registre de
la topografia del producte semiconductor.

Article 5. Contingut dels drets exclusius.

1. Els drets exclusius que preveu l'article 2 inclouen
els d’autoritzar o prohibir els actes seglients:

a) la reproduccié d’'una topografia en la mesura que
estigui protegida en virtut del paragraf 2 de I'article 2, llevat
de la reproduccié a titol privat amb fins no comercials;

b) I'explotacio comercial o laimportacié amb aquesta
finalitat d'una topografia o d'un producte semiconductor
en la fabricacié del qual s’hagi utilitzat la topografia.

2. Elsdrets exclusius previstos al paragraf 1 no s’apli-
quen a les reproduccions amb fins d’analisi, avaluacio o
ensenyament dels conceptes, procediments, sistemes o
tecniques incorporats a la topografia o de la mateixa topo-
grafia.

3. Els drets exclusius que preveu el paragraf 1 no
s’estenen als actes relatius a una topografia que compleixi
els requisits de I'apartat 2 de I'article 2 i en qué la creacid
estigui basada en I'analisi i I'avaluacio d’una altra topo-
grafia efectuades d’acord amb |'apartat 2 del present arti-
cle.

4. Els drets exclusius d’autoritzacié o prohibicio dels
actes esmentats a I'apartat b) del paragraf 1 del present
article no soén aplicables als actes realitzats a Espanya en
relacié amb les topografies o productes semiconductors
que hagin estat comercialitzats en un Estat membre de la
Comunitat Economica Europea pel titular dels drets exclu-
sius 0 amb el seu consentiment.

5. No es pot impedir a una persona l'explotacié
comercial d’'un producte semiconductor, sempre que en
el moment d’adquirir el producte no sapiga o no tingui
motius fonamentats per pensar que aquest esta protegit
per un dret exclusiu, concedit d’acord amb el que preveu
aquesta Llei.

No obstant aix0, pel que fa als actes realitzats després
que la persona sapiga o tingui motius fonamentats per
pensar que el producte semiconductor esta emparat per
aquesta proteccio, el titular del dret pot exigir davant els
tribunals el pagament d’'una remuneracié adequada.

6. Elque disposa I'apartat anterior s’aplica també als
drethavents de la persona esmentada al primer incis de
I'esmentat paragraf.

Article 6. Llicéncies obligatories.

Els drets exclusius que preveu l'article 2 poden ser
sotmesos a llicencies obligatories quan hi hagi motius
d’interés public que ho aconsellin. A aquests efectes, sén
aplicables els articles 90, 100, 101 i 102 de la Llei 11/1986,
de 20 de marg, de patents.

Article 77 Durada de la proteccio.

1. Els drets exclusius que preveu l'article 2 neixen a
la primera en el temps de les dates seglients:

a) Enla que la topografia ha estat objecte d’explota-
ciQ comercial per primera vegada a qualsevol lloc del
mon.

b) Enla que s’hagi presentat la sol-licitud de registre
en la forma escaient.

2. Els drets exclusius expiren transcorreguts deu
anys, comptats a partir de la primera en el temps de les
dates seglients:

a) Al final de I'any en queé la topografia ha estat
objecte d’'explotacié comercial per primera vegada a qual-
sevol lloc del mén.

b) Al final de I'any en que s’hagi presentat la sol-
licitud de registre en la forma escaient.

No obstant aix0, queda sense efecte qualsevol regis-
tre relatiu a una topografia que no hagi estat objecte d'ex-
plotacido comercial en cap lloc del mén en el termini de
quinze anys, comptats a partir de la data de la primera
fixacié o codificacié.

Article 8. Accions per violacidé dels drets exclusius.

1. El titular d'una topografia en virtut d’aquesta Llei
pot exercir davant els organs de la jurisdiccié ordinaria les
accions civils i les mesures previstes al titol VII de la Llei
11/1986, de 20 de marg, de patents.
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2. La persona que, tenint dret a la proteccid en virtut
de l'article 3, pugui provar que un tercer fraudulentament
ha reproduit o explotat comercialment o importat amb
aquesta finalitat una topografia creada per ella, en el peri-
ode compres entre la primera fixacié o codificacio i el nai-
xement dels drets exclusius de conformitat amb |'apartat
1 de I'article 7, pot exercir davant els tribunals la correspo-
nent accidé per competéncia deslleial.

Article 9. Extensio de la proteccio.

La proteccié concedida a les topografies de productes
semiconductors, que preveu l'article 2, només s’aplica a
la topografia propiament dita amb exclusié de qualsevol
altre concepte, procediment, sistema, técnica o informa-
ci6 codificada incorporats en aquesta topografia.

Article 10. Signe indicatiu de proteccio.

Els productes semiconductors manufacturats sobre la
base de topografies protegides, d'acord amb el que pre-
veu aquesta Llei, poden portar de manera visible i per
informar de I'existéncia d’aquesta proteccio una indicacié
consistent en unaT majuscula tancada dins d'un cercle.

Article 11. Manteniment d’altres disposicions legislati-
ves.

Les disposicions d’aquesta Llei son aplicables sense
perjudici dels drets que reconeixen les vigents disposici-
ons legislatives sobre patents i models d’utilitat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.—Es crea la taxa per serveis prestats pel Regis-
tre de la propietat industrial en matéria de proteccid juri-
dica de les topografies dels productes semiconductors a
la qual son aplicables les regles seglents:

1. Normes reguladores.

La taxa es regeix pel que estableix aquesta Llei i, si no,
per la Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributaria;
per la Llei de taxes i exaccions parafiscals, de 26 de desem-
bre de 1958, i per la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre cre-
aciéo de l'organisme autonom Registre de la propietat
industrial.

2. Fetimposable. La taxa grava:

a) La sol-licitud de registre de les topografies dels
productes semiconductors.

b) El diposit del material que identifiqui o que repre-
senti la topografia o una combinacié d’aquests elements.

c) La inscripcié de transferéncies de drets exclusius
sobre les topografies de productes semiconductors.

3. Subjectes passius. Sén subjectes passius del
pagament de la taxa els sol-licitants del registre de topo-
grafies, o del diposit del material o de la inscripcié de
transferéncies.

4. Quotes. La taxa s’exigeix d'acord amb la tarifa
seguent:

1. Taxa per sol-licitud de registre: 6.050 pessetes.

2. Taxa per diposit de material: 4.000 pessetes.

3. Taxa per inscripcié de transferéncies. Per cada
registre: 1.200 pessetes.

5. Meritacid. Lobligacid de contribuir neix en el
moment de sol-licitar el registre o la inscripcié de la trans-
feréncia o de realitzar el diposit del material.

6. Afectacié. La taxa queda afectada al Registre de la
propietat industrial, i s'"ha d’integrar en el seu pressupost
d’ingressos I'import que s’obtingui de la seva recaptacio.

7. Gestio. Sota la direccid i control del Ministeri
d’Economia i Hisenda, la gestié de la taxa és a carrec del
Registre de la propietat industrial, i queda autoritzada
I"autoliquidacié d’aquesta taxa.

8. Modificacio. Les lleis de pressupostos generals de
I’'Estat poden modificar les quotes establertes a la tarifa
per adaptar-les a la variacié que experimenti el cost dels
serveis que retribueix o la conjuntura economicosocial.

Segona.-La Llei de procediment administratiu s'aplica
supletoriament als actes administratius regulats en
aquesta Llei, que poden ser recorreguts en I'ordre conten-
cidés administratiu, de conformitat amb el que disposa la
seva Llei de jurisdiccié contenciosa administrativa, de 27
de desembre de 1956.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.—S’autoritza el Govern a dictar les mesures i
disposicions que siguin necessaries per al desplegament
i I'aplicacidé del que disposa aquesta Llei.

Segona.-S’autoritza el Govern per modificar les definici-
ons dels punts a) i b) del paragraf 1 de I'article 1, quan aques-
tes siguin revisades pels organs de les Comunitats Europees,
amb la finalitat d’adaptar les definicions al progrés técnic.

Tercera.—S’autoritza el Govern per modificar I'article
3.3, amb la finalitat d"ampliar el dret a la protecci6 a per-
sones originaries de tercers paisos o territoris, que no es
beneficiin de la proteccido quan aixi ho estableixin els
organs de les Comunitats Europees.

Aixi mateix, el Govern pot ampliar la protecci6 a per-
sones que no estiguin incloses a I'apartat anterior, mitjan-
cant la subscripcio del corresponent acord amb I'Estat del
qual siguin originaries, seguint el procediment que pre-
veu l'article 3, apartats 6 a 8, de la Directiva 87/54/CEE, de
16 de desembre de 1986.

Quarta.—Aquesta Llei entra en vigor al cap de quatre
mesos de la publicacio en el «Butlleti Oficial de I'Estat.»

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 3 de maig de 1988.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ



